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A drive circuit arrangement for an invertor (20) in 
an electronic ballast (1 ,EVG) which can be 
connected between a mains voltage supply and 
one or more gas discharge lamps (GE). An 
intermediate circuit DC supply voltage (U0) and a 
series circuit, which can be connected thereto, 
consisting of at least one "upper" and one "lower" 
semiconductor switch, which are provided such 
that they can be switched on and off alternately. 
At least one of the power semiconductor switches 
that are connected in series can be controlled via 
a control input (B,G). Such a drive circuit is to be 
designed such that the power semiconductors 
can be driven in a low-cost manner, and immune 
to interference, especially when the drive 
reference potential is changing. This is achieved 
in that the alternating output AC voltage (uw) 
which is emitted between the two semiconductor 
switches (S1,D1,S2) to a load circuit containing 
the gas discharge lamp (GE) is independent of a 
control signal or signals (u1,u2,u2<'>, ust) 
supplied to the control circuit or circuits 
(32,31 ,V1 ,V2), and such that the control signal 
(u2) of the control circuit (32,V2,K2) can be 
supplied to said control circuit (32,V2,K2) of at 
least one controllable power semiconductor 
(S1,S2) via a current/voltage converter circuit 
(50,51 ,Rx), which is connected in DC terms, as a 
displaced-level control signal (ux,u2<*>). A 
method for driving at least one power switching 
element (S1 ,S2) and the use of a current- 
controlled or voltage-controlled current source or 
sink (51,50,T4,R4,OV) are also specified. 
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) Ansteuerschaltungsanordnung fur einen Wechselrichter und Verfahren zur Ansteuerung eines 
Letstungs-Schalterelementes 

) Eine Ansteuerschaltungsanordnung fur einen Wechsel- 
richter (20) in einem elektronischen Vorschaltgerat (1, EVG), 
welches zwischen eine Netzspannungs-Versorgung und ei- 
ne/oder mehrere Gasentladungslampen (GE) schaltbar ist. 
Eine Zwischenkreis-Versorgungsgleichspannung (U 0 ) und 
eine an diese anschlieftbare Serienschaltung aus minde- 
stens einem "oberen" und einem "unteren" Halbleiterschal- 
ter, welche abwechselnd ein- und abschaltbar vorgesehen 
sind. Zumindest einer der in Serie geschalteten Leistungs- 
Halbleiterschalter ist uber einen Steuereingang (B, G) 
steuerbar. Eine solche Ansteuerschaltung ist so auszugestal- 
ten, daS eine storungssichere und aufwandarme Ansteue- 
rung der Leistungs-Halbleiter, insbesondere bei wechseln- 
dem Ansteuer-Bezugspotential, moglich wird. Dies wird 
dadurch erreicht, daB die zwischen den beiden Halbleiter- 
schaltern [S v D y S.) an einen die Gasentladungslampe (GE) 
enthaltenden Lastkreis abgegebene Ausgangs-Wechsel- 
spannung (u^) abhangig von der/den Steuerschaltung(en) 
(32, 31, V,, Vj) zugefuhrten Steuersignal(en) (u v u 2 , u 2 ' r u $t ) 
ist und daB der Steuerschaltung (32, V 2 , K-) mindestens 
eines steuerbaren Leistungshalbleiters (S v S 2 ) ihr Steuersi- 
gnal (u 2 ) uber eine galvanisch verbundene Strom/Span- 
nungswandlerschaitung (50, 51, R x ) als pegelverschobenes 
Steuersignal (u x , u 2 ') zufiihrbar ist. Es werden ferner ein 
Verfahren zur Ansteuerung mindestens eines Leistungschal- 
terelementes (S,, S 2 ) und die Anwendung einer strom- ... 




BUNDESDRUCKEREI 10 91 108 047/64 12/60 



DE 40 1 

1 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Ansteuerschaltungsanord- 
nung fur einen Wechselrichter in einem elektronischen 
Vorschaltgerat (EVG) gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruches 1. Sie betrifft ferner ein entsprechendes Ar- 
beitsverfahren zur Ansteuerung eines Leistungs-Schal- 
terelementes gemaB dem Oberbegriff des Anspruches 
12 sowie die Anwendung einer strom- oder spannungs- 
gesteuerten Stromquelle oder -senke zur Potentialver- 
schiebung eines Ansteuersignales fiir einen Steller oder 
Wechselrichter in einem elektronischen Vorschaltgerat 

Gasentladungslampen oder Leuchtstoffrdhren wer- 
den in zunehmendem MaOe Qber sogenannte elektroni- 
sche Vorschaltgerate (EVG) betrieben. Die EVGs wer- 
den hierbei zwischen ein Versorgungsnetz, idR ist dies 
das 220 V, 50 Hz Haushalts- oder 380,50 Hz Industrie- 
netz, und eine oder mehrere Gasentladungslampen ge- 
schaltet. Das EVG Qbernimmt die Funktion einer 
Gleichrichtung und Wechselrichtung, d h. es erzeugt an 
seinem Ausgang eine im wesentlichen rechteckformige 
Wechseispannung der Frequenz 20 kHz £ f ^ 200 kHz, 
die einem induktiv/kapazitiven Lastkreis mit der Gas- 
entladungslampe zugeftihrt wird. Neuere Entwicklun- 
gen gehen sogar Uber die genannten Werte hinaus; Fre- 
quenzen zwischen 200 kHz und 500 kHz werden erzielt. 
Die Frequenz ist einstellbar, ggfs. kann auch das Tast- 
verhaltnis bei entsprechend konstanter oder variabler 
Frequenz eingestellt werden. Die von dem EVG abge- 
gebene in ihre Frequenz und ihrem Tastverhaitnis vari- 
ierbare Ausgangs- Wechseispannung uw wird dem einen 
AnschluB des die Gasentladungslampe enthaltenden 
Lastkreises zugeftihrt. Der andere AnschluB des Last- 
kreises kann entweder an dem positiven oder an dem 
negativen AnschluB der Zwischenkreis-Versorgungs- 
spannung Uo angeschlossen werden, welche den Wech- 
selrichter speist. 

In einem EVG, welches die gesamte Ansteuerlogik, 
Gleichrichterschaltungsanordnung und Oberwachungs- 
elektronik enthait, sind die wesentlichen Bestandteile 
ein (Sinnstrom-) Steller und/oder ein Wechselspan- 
nungsgenerator oder Wechselrichter. Wechselrichter 
sind allgemein in der Leistungselektronik und Umform- 
technik bekannt, problematisch ist bei diesen Wechsel- 
richtern prinzipiell die Ansteuerung, der in seinem Aus- 
gangskreis oder Ausgangskreisen vorgesehenen Lei- 
stungs-Halbleiter, insbesondere bei Halb- und Vollbriik- 
kenschaltung. Eine solche Ansteuerung erfordert idR 
mehrere potentialfreie Versorgungsspannungen fur die 
mindestens zwei Leistungs-Halbleiter des Ausgangs- 
zweiges einer Halb- oder Vollbriicken-Wechselrichter- 
schaltung. Ansteuerschaltungen mussen somit zunachst 
erhohte Betriebssicherheit aufweisen, sie sollten ferner 
einen hohen Freiheitsgrad der Ansteuerung der Lei- 
stungs-Halbleiter erlauben. Es soli weiterhin schnelles 
Schalten zwischen den Schaltzustanden ermoglicht wer- 
den, auch soil sowohl ein Dauer-Ein-Zustand sowie ein 
Dauer-Aus-Zustand und neben variabler Ansteuerfre- 
quenz auch eine Pulsbreitenmodulation zugelassen sein. 

Das vorgesagte gilt gleichermaBen auch fiir Gleich- 
strom- oder spannungssteller, die einen Energiespeicher 
und einen Leistungshalbleiter zur Gleichstromumset- 
zung aufweisen. 

BekanntermaBen werden zur Vermeidung der Viel- 
zahl von potentialfreien Spannungsversorgungen An- 
steuerubertrager eingesetzt Diese bilden eine magne- 
tische Kopplung zwischen einem auf einem festen Po- 
tential liegenden Ansteuerkreis und den jeweiligen steu- 
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erbaren Leistungs-Schatterelementen des Wechselrich- 
ters oder Stellers. Neben der magnetischen Kopplung 
Qber Ansteuertibertrager ist es auch bekannt eine kapa- 
zitive Kopplung durch einen diskreten Kondensator 

5 einzusetzen, mittels welchem Ansteuerbefehle bzw. si- 
gnale von einer Steuerelektronik zu den anzusteuern- 
den Schalterelementen Obertragen werden. 

Der Erfindung liegt somit unter anderem die Aufgabe 
zugrunde, eine Ansteuerschaltungsanordnung fur einen 

to Wechselrichter in einem EVG gemaB dem Oberbegriff 
des Anspruches 1 so auszugestalten, daB eine stdrungs- 
sichere und aufwandarme Ansteuerung der Ausgangs- 
Leistungshalbleiter erzielt wird. Ihr liegt ferner die Auf- 
gabe zugrunde, ein diesbezugliches Verfahren gemaB 

is dem Oberbegriff von Anspruch 12 sowie eine entspre- 
chende Verwendung einer Ansteuerschaltung in einem 
EVG anzugeben. 

Die zuerst genannte Aufgabe ist durch die im Kenn- 
zeichen des Anspruchs 1 angegebene Merkmalskombi- 

20 nation zur Losung gefuhrt Ferner ist die zweitgenannte 
Aufgabe durch die im Kennzeichen des Anspruchs 12 
angegebenen Merkmale gelost SchlieBlich bildet auch 
die Anwendung der strom- oder spannungsgesteuerten 
Stromquelle oder -senke zur stdrungsarmen und be- 

25 triebssicheren Potentialverschiebung eines Ansteuersi- 
gnales gemaB Anspruch 15 eine auf dem selben Ld- 
sungsprinzip basierende Losung der zuletzt genannten 
Aufgabe. 

Grundgedanke der Erfindung ist eine galvanische 

30 Kopplung in der Ansteuerelektronik des Wechselrich- 
ters/Stellers. Eine solche galvanische Kopplung ist auf- 
wandarm und betriebsicher. Storungen konnen weitge- 
hend vermieden werden. Gleichzeitig erfolgt eine wei- 
tergehende Reduzierung des Raumbedarfs aufgrund 

35 von nunmehr Oberflussigen magnetisch koppelnden 
Obertragern. Sie ist aufierdem vollstandig integrierbar. 

Wechselrichter oder Steller der eingangs genannten 
Art werden ublicherweise mit Spannungen zwischen 
300 V bis 600 V versorgt. Diese Zwischenkreis-Versor- 

40 gungsspannung Uo wird mittels des Ausgangszweiges 
des Wechelrichters, welcher zumindest aus der Reihen- 
schaltung zweier Leistungs-Halbleiter (steuerbar und/ 
oder nicht steuerbar) besteht in eine hochfrequente 
Wechseispannung umgesetzt Leistungs-Halbleiter- 

45 schalter im Sinne dieser Erfindung kdnnen zum Beispiel 
Leistungstransistoren (PNP, NPN) oder MOS-FET- 
Transistoren (P-Kanal, N-Kanal) oder GTO-Thyristo- 
ren sein. Ferner kdnnen RET-Transistoren oder IGBT- 
Transistoren Einsatz finden. Die genannten und nichtge- 

50 nannten Bauelemente besitzen Schaltcharakteristiken, 
die im Mikrosekundenbereich liegen; gleichzeitig erlau- 
ben sie die Anwendung der genannten hohen Spannun- 
gen bis zu 600 V (und h5her). Die Elemente werden uber 
Steuerelektroden oder Steuereingange mit Basisstrd- 

55 men oder Gatespannungen angesteuert, d h. ein- und 
ausgeschaltet. Als entsprechende passiv ein- und abge- 
schaltete Leistungshalbleiter finden insbesondere bei 
Halbbriicken, auch Leistungsdioden Einsatz. Deren Zu- 
standsanderung ( - Schalten) vom leitenden in den sper- 

60 renden Zustand wird durch Schalthandlungen von den 
oben genannten steuerbaren Leistungs-Halbleitern be- 
wirkt Ihre Schahzustande werden somit nicht "aktiv" 
sondern "passiv" geandert. 

Die an die Zwischenkreis-Versorgungsspannung U 0 

65 geschaltete Reihenschaltung aus zwei vorzugsweise 
steuerbaren Leistungshalbleitern gibt an ihrem Mittel- 
abgriff W eine Wechseispannung ab. Dieser Mittelpunkt 
W wird je nach Schalterstellung dabei zwischen dem 
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positiven und negativen AnschluB der Zwischenkreis- 
Versorgungsspannung mit hoher Geschwindigkeit aktiv 
oder passiv hin und her geschaltet Die Spannungsande- 
rungsgeschwindigkeit und damit die Geschwindigkeit 
und Hone der Potentialverschiebung des Mittelabgriffs 
W ist dabei bemerkenswert hoch. Sie liegt bei einigen 
hundert bis einigen tausend Volt pro Mikrosekunde und 
in der Hdhe der Versorgungsspannung. Uo. Verstand- 
lich ist hierbei, daB Ansteuerschaltungen besonders si- 
cher und genau arbeiten miissen. 

Werden NPN/PNP-Transitoren oder N-Kanal/P-Ka- 
nai MOS-FETs eingesetzt, so werden diese mittels Strd- 
men bzw. Spannungen bezuglich des Emitters bzw. des 
Source-Anschlusses (Ansteuer-BezugsanschluB) ein- 
und ausgeschaltet Es mUssen daher zumindest zwei An- 
steuer-Spannungsversorgungen (ftir eine Halbbrucke 
mit zwei steuerbaren Schalterelementen) vorgesehen 
werden, die sowohl den im Wechselrichter-Ausgangs- 
zweig "unten" liegenden Schalttransistor Si bezuglich 
dem negativen AnschluB der Zwischenkreis- Versor- 
gungsspannung U 0 (bei NPN Transistor oder N-MOS- 
FET), als auch den im Zweig "oben* liegenden Schalt- 
transistor S2 bezOglich des Mittelabgriffs W ein- und 
ausschalten konnen. Urn hierbei nicht zwei getrennte 
potentialfreie (damit an beliebigen Bezugspunkten an- 
schlieBbare) Spannungsversorgungen verwenden zu 
miissen, wird erfindungsgemaB nur eine Versorgungs- 
spannung Uvi bendtigt 

Diese Spannungsversorgung wird erfindungsgemaB 
einem der beiden Leistungshalbleiter zugeordnet, wo- 
mit ihr Bezugspunkt galvanisch festliegL Dieses kann 
entweder der positive AnschluB der Zwischenkreis- Ver- 
sorgungsspannung Uo (bei PNP-Transistoren) oder ihr 
negativer AnschluB sein (bei NPN-Transistor). Die 
zweite bendtigte Spannungsversorgung Uv2 zur An- 
steuerung des zweiten Leistungshalbleiters wird erfin- 
dungsgemaB durch getaktetes Einund Ausschalten des 
Leistungshalbleiters gewonnen, welcher mit der zuerst- 
genannten Spannungsversorgung Uvi angesteuert wird. 
Dieses kann auch durch das passive Leiten/Sperren ei- 
ner Diode bewirkt werden. ErfindungsgemaB wird die 
verbleibende Steuerund Oberwachungselektronik so- 
wie ggfs. die Strom- und Spannungsmessungen im Last- 
kreis beziiglich des Bezugspunktes angeordnet, welcher 
von der ersten Spannungsversorgung Uvi festgelegt ist 

Ein auf dem Grundgedanken aufbauender erfin- 
dungsgemaBer Gedanke ermdghcht die potentialver- 
schiebbare Ansteuerung der beiden Leistungshalbleiter 
Ober eine galvanische Verbindung. Ein Steuerspan- 
nungs-Generator, der vorteilhaft aus der ersten Versor- 
gungsspannung Uvi gespeist wird, erzeugt ein erstes 
Ansteuersignal fUr den im Ausgangszweig des Wechsel- 
richters "unten" liegenden Schalttransistor und ein wei- 
teres hierzu im wesentlichen komplementares Signal 
zur Ansteuerung des im Ausgangszweig des Wechsel- 
richters "oben w liegenden Leistungstransistors. Da un- 
terschiedliche Bezugspunkte fQr die Ansteuerung not- 
wendig sind, muB das zweite (oder das erste, bei ent- 
sprechender Vertauschung "oben" und "unten" Ansteu- 
ersignal potentialverschoben werden. 

Die erfindungsgemaBe Potentialverschiebung Uber 
die Ansteuerung einer Stromquelle, welche vorteilhaft 
auf dem Potentialniveau der ersten Spannungsversor- 
gung Uvi Hegt, ermoglicht diese Potentialumsetzung 
des Ansteuersignales fttr den zweiten Leistungshalblei- 
ter. GemaB vorteilhafter Weiterbildung ist diese Strom- 
quelle spannungsgesteuert sie kann jedoch auch aus ei- 
ner stromgesteuerten Stromquelle bestehen. 



Ein hierbei erzielte erfindungsgemaBe Effekt liegt in 
einer "Spiegelung" bei gleichbleibender Potentialver- 
schiebung des Ansteuersignales bzw. der Ansteuerspan- 
nung. Eine Ansteuerspannung, die bezuglich des negati- 

5 ven Zwischenkreis- Versorgungsanschlusses vorliegt, 
wird mittels einer Stromsenke und eines an dem positi- 
ven AnschluB der Zwischenkreis- Versorgungsspannung 
angeordneten Strom/Spannungswandelelementes Ober 
eine hone, sich mit den Schalthandlungen der Schalt- 

10 transistoren/elemente andernde Potentialdifferenz bis 
zu 600 V, umgesetzt bzw. gespiegelt Die sich an dem 
Strom/Spannungswandelelement bildende gespiegelte 
Ansteuerspannung liegt nun gegenuber einem anderen 
Bezugspunkt vor. Die Amplitude der potentialverscho- 

15 benen und galvanisch Qbertragenen Ansteuerspannung 
ist durch Wahl des Strom/Spannungswandelelementes 
und des Stromes der Stromquelle, insbesondere eines 
entsprechenden Widerstandes, vorteilhaft einstellbar. 
Obliche Versorgungspannungen fur die Schalter-An- 

20 steuerungen liegen im Bereich zwischen 5 V bis 15 V. Es 
ist daher besonders vorteilhaft, das Strom/Spannungs- 
wandelelement R* und den Strom der Stromquelle/ 
Stromsenke so aufeinander abzustimmen, daB bei ein- 
geschaltetem Strom gemaB Anspruch 11 gerade die 

25 Haifte der Versorgungsspannung (Signalhub) an dem 
Strom/Spannungswandelelement abfallt Hierbei wird 
gerade die zur Gegentakt-Ansteuerung der Schaltele- 
mente erforderliche Invertierung bzw. Komplementie- 
rung des einen Ansteuersignales erreicht. Dies stellt ei- 

30 ne vorteilhafte Dimensionierung dar, jedoch kdnnen 
auch hiervon abweichende Signalhiibe, insbesondere 
solche Signale, die einen Gleichstrom-Offset aufweisen, 
eingesetzt werden. Wird der Restspannungs-Abfall an 
der Stromquelle gering gehalten, so kann der Signalhub 

35 sogar die maximale Amplitude der Uvi -Versorgungs- 
spannung aufweisen. Wird die Stromquelle/Stromsenke 
abgeschaltet so kann die gespiegelte Ansteuerspan- 
nung zu Null werden, sie kann vorteilhaft auch auf ei- 
nem "analogen" Zwischenwert verbleiben. Letzteres in 

40 Anlehnung an sog. NRZ (non return to zero) Signale in 
der Datenubertragungstechnik Eine weitere Erhohung 
der Betriebssicherheit wird durch Nachschaltung eines 
Schmitt-Triggers erzielt, diesem ist die gespiegelte An- 
steuerspannung zufuhrbar, seiner Ausgangspannung 

45 kann direkt oder uber einen weiteren Ansteuerverstar- 
ker V2 dem Leistungshalbleiter zu seiner Ein- bzw Ab- 
schaltung zugefilhrt werden. Seine Eingangscharakteri- 
stik ist und/der seine Hysterese dem Signalhub an dem 
Spannungswandelelement angepaBt 

50 Je nach Einsatz von P-Typ-Transistoren oder N-Typ- 
Transistoren und je nach Festlegung des Bezugspunktes 
der ersten Versorgungsspannung Uvt andern sich die 
Bezugspunkte zur Ansteuerung der Leistungs-Schalt- 
elemente im Wechselrichter. Fttr alle mdglichen Kombi- 

55 nationen kann erfindungsgemaB sowohl eine zweite 
Spannungsversorgung Uv2 als auch eine entsprechende 
Spiegelung und Potentialverschiebung des Steuersigna- 
les bereitgestellt werden. 

Ein weiterer wesentlicher Effekt der erf indungsgema- 

60 Ben Losung liegt bei galvanischer Kopplung darin, daB 
ein beliebiges Ansteuersignal potentialverschoben wer- 
den kann. Es unterliegt nicht mehr der Forderung, daB 
es eine reine Wechselspannung (wie bei kapazitiver 
oder magnetischer Kopplung) sein muB. Dies ist beson- 

65 ders vorteilhaft wenn die Tastverhaltnisse d der Ansteu- 
erspannung und somit der Ausgangs- Wechselspannung 
uw variiert werden sollen. Es besteht ferner die M6g- 
lichkeit eine solche galvanisch gekoppelte Schaltung 
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und die hierzu erforderliche Stromquelle oder -senke 
integriert zu gestalten, d. h. ein vollstandig integrierter 
Schaltkreis erlaubt sowohl die Ansteuerung des "unte- 
ren" als auch die Ansteuerung des "oberen" Transistors 
im Ausgangszweig eines Halbbrucken-Wechselrichters. 
Auch wird ein "oben" liegender Transistor d. h. ein Tran- 
sistor dessen Ansteuer-Bezugspunkt mit seiner Schalt- 
handlung verschoben wird, in einem Gleichstrom- oder 
spannungs-Steller ansteuerbar. 

SchlieBlich liegt ein wesentlicher erfinderischer Ef- 
fekt in der nunmehr bestehenden Unabhangigkeit des 
pegelverschobenen Signals bzw. der Steuerspannung 
von der schwankenden oder sich andernden Zwischen- 
kreis-Versorgungsspannung Uo. 

Ein weiterer Vorteil der galvanischen Kopplung ge- 
genuber beispielsweise optisch gekoppelten Ansteuer- 
schaltungen (durch integrierte Optokoppler) liegt in der 
Alterungs- und Temparaturbestandigkeit. Dabei bilden 
sich bei galvanischer Trennung auch die in Optokopp- 
lern bekannten (und gefiirchteten) kapazitiven Ver- 
schiebestrome nicht aus, welche zur Zerstdrung des 
Ausgangszweiges ftihren wurden. Hier sei angemerkt, 
daB es in jedem Falle zu Vermeiden ist, daB beide 
Schaltelemente S2 urn St gleichzeitig leiten, auch wenn 
dies nur fur Bruchteile von Mikrosekunden der Fall ist 
Eine solche gleichzeitige Einschaltung beider Leistungs- 
schalter kann zur Zerstdrung eines oder beider Schal- 
terelemente fQhren. Der Einsatz eines Schmitt-Triggers 
oder eines entsprechenden hysteresebehafteten Kom- 
parators bildet eine weitere Steigerung der geforderten 
Storsicherheit indem bei auftretenden Spannungs- oder 
Potentialschwingungen der jeweiligen Ansteuer-Be- 
zugspunkte ein fehterhaftes Ein- bzw. Abschalten unter- 
bunden wird. 

Eine weitere vorteilhafte Erhdhung der Betriebssi- 
cherheit wird gemaB Anspruch 6 durch eine Verschie- 
bung der Ein- und Abschaltflanken der Steuersignaie 
mit einer Laufzeit-Schaltung erzielt. Die Laufzeit wird 
dabei so eingestellt, daB der zunachst eingeschaltete 
Transistor abgeschaltet wird, bevor der noch ausge- 
schaltete Transistor eingeschaltet wird 

Als besonders vorteilhaft sei die Kombination von 
Stromsteuerung gemaB Anspruch 1 und Versorgungs- 
spannungserzeugung, gemaB Anspruch 9 erwahnt 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen naher eriautert Es zeigen: 

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines elektronischen Vor- 
schaltgerates 1, in welchem ein Wechselrichter 20 vor- 
gesehen ist. 

Fig. 2a einen eine Gasentladungslampe GE enthal- 
tenden Lastkreis 10 fur die Anwendung des Warmstart- 
Verfahrens, 

Fig. 2b einen entsprechenden Lastkreis 10 fur das 
Kaltstart-Verfahren, 

Fig. 3a und 3b Ausgangszweige einer Wechselrichter- 
Halbbruckenschaltung mit zwei Schalterelementen Si 
und S2, wobei die jeweilige Lastschaltung 10 (gem. 
Fig. 2a, 2b) zwischen Mittelabgriff und positivem oder 
negativem Zwischenkreis-SpannungsanschluB von Uo 
geschaltet ist, 

Fig. 4a und 4b beispielhafte Schalterelemente bezie- 
hungsweise Halbleiter-Leistungsschalter welche in dem 
genannten Wechselrichter 20 einsetzbar sind, geordnet 
nach N-Typ-Schaltern und P-Typ-Schaltern, 

Fig. 5 ein AusfUhrungsbeispiel der Versorgungsspan- 
nungserzeugung von Uv2 aus Uvt fur den Anwendungs- 
fall von N-Typ-Schalterelementen gemaB Fig. 4a, 

Fig. 6 eine entsprechende AusfQhrungsform fOr den 
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Einsatz von P-Typ Transistoren, 

Fig. 7 eine prinzipielle Darstellung einer Ausfiih- 
rungsform fur die Pegelverschiebung eines Ansteuersi- 
gnales zum Einsatz mit Schaltererlementen gemaB 
5 Fig. 4a oder in Kombination mit einer Schaltung gemaB 
Fig. 5, 

Fig. 8 ein Prinzipschaltbild einer Pegelverschiebung 
for den Einsatz von Schalterelementen gemaB Fig. 4b 
oder zur [Combination mit einer Schaltungsanordnung 
10 gemaB Fig. 6, 

Fig. 9 ein Detail- Blockschaltbild eines Wechselrich- 
ter-Ausgangszweiges und seiner Ansteuerung, 

Fig. 10 eine Darstellung eines Beispiels eines Wider- 
stands- Dioden-Netzwerkes zum Gegeneinanderver- 
15 schieben der Einschalt- bzw. Abschaltflanken der Steu- 
ersignaie, ein solches Element kann jeweils fur die Lauf- 
zeitglieder 14 und 15 gemaB Fig. 9 Einsatz finden, 

Fig. Ha, b), c), d) Funktional-Prinzipschaltbilder zur 
Gewinnung einer weiteren Versorgungsspannung und 
20 zur Stromquellen/Stromsenken-Ansteuerung des je- 
weils potentialverschobenen Schalterelementes fur die 
Ansteuerung von PNP-Typ-Transistoren und/oder 
NPN-Typ-Transistoren (Schalterelementen), 

Fig. 12 ein Ausfuhrungsbeispiei einer Stromsenke fur 
25 die Anwendung in einer Schaltung gemaB Fig. 7 oder 
Fig. 9 oder Fig. lid. 

Fig. 1 zeigt das an ein Wechselspannungsnetz oder 
eine Batteriespannung anschlieBbare EVG zur Speisung 
von/einer Gasentladungslampe(n) GE Der Gasentla- 
30 dungslampe GE wird die von dem Wechselrichter 20 
abgegebene Ausgangs-Wechselspannung uw zugefuhrt. 
GE befindet sich hierbei in einem induktivkapazitivem 
Lastkreis 10, der eine (fur Warmstart) oder zwei (fur 
Kaltstart) Resonanzstellen aufweist Eine Veranderung 
35 der Frequenz f und/oder des Tastverhaitnisses d erlaubt 
die universelle Ansteuerung eines in Fig. 2a oder Fig. 2b 
detailliert dargestellten Lastkreises mit der Lampe GE. 
Durch Tastverhaitnisanderung d und/oder Frequenzan- 
derung f der Ausgangs-Wechselspannung uw wird ein 
40 Vorheizen, ein Zunden, ein Betrieb sowie eine Hellig- 
keitsregelung der Leuchtstoffrohre GE nach modernen 
MaBstaben ermdglicht. Hierbei ist sowohl die Wir- 
kungsgraderhohung als auch die Stabilisierung des Be- 
triebes und die Helligkeitsregelung bis zu geringsten 
45 Helligkeiten Ziel und Absicht der genauen Ansteuerung 
des Wechselrichters 20. 

Fig. 3a zeigt den mit einer Reihenschaltung aus zwei 
Schalterelementen S2 und Si bestuckten Ausgangs- 
zweig des Wechselrichters 20 von Fig. 1. Diese Reihen- 
50 schaltung ist als Halbbriickenschaltung ausgefuhrt, sie 
liegt zwischen den beiden Anschlussen Ai und A2 einer 
Zwischenkreis-Versorgungsspannung Uo. Ihnen kann 
ein Giattungskondensator parallelgeschaltet werden. 
Die Lastschaltung, gebildet durch eine Anordnung ge- 
55 maB Fig. 2a und Fig. 2b ist mit ihrem einen AnschluB Y 
grundsatzlich an dem Mittelabgriff W zwischen den bei- 
den Schalterelementen Si und S 2 angeschlossen. Ihr 
zweiter AnschluB X kann sowohl gemaB Fig. 3a an dem 
positiven VersorgungsspannungsanschluB At als auch 
60 gemaB Fig. 3b an dem negativen Versorgungsspan- 
nungsanschluB A 2 angeschlossen werden. Dies ent- 
spricht zum einen der Parallelschaltung zu dem *obe- 
ren" Schalterelement S2 und zum zweiten der Parallel- 
schaltung zu dem "unteren" Schalterelement Si. Die bei- 
es den Varianten sind funktionsmaBig gleichwertig, da 
durch die kapazitive Komponente Cl des Lastkreises 10 
eine Gleichspannungsauskopplung durchgefuhrt wird, 
der GE-Lampe nurmehr eine reine Wechselspannung 
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zugefiihrt wird; dies ist eine Eigenheit der Halbbrticken- 
schaltung. Vorteile ergeben sich abhangig von der Wahl 
der BezugsgroBe bei der Messung von Spannung/Stro- 
men im Lastkreis. Werden 4 Schalterelemente als Voll- 
brucke in zwei parallelen Zweigen eingesetzt, so kann 
die GE-Lampe zwischen die Mittelabgriff e W beider 
Zweige geschaltet werden. Die Wechselspannung wird 
durch gleichzeitiges Schalten der kreuzweise gegen- 
uberliegenden Schalterelemente bewirkt, der Span- 
nungshub verdoppelt sich, es liegt zwischen den Mittel- 
abgriffen W der beiden Halbbrucken von vorneherein 
— die Auskopplung Cl entfailt — eine Wechselspan- 
nung an. Der in Fig. 2a, 2b gezeigte Kondensator Cl, 
welcher zur Gleichkomponenten-Auskopplung einge- 
setzt wird, kann entfallen. Der Lastkreis weist bei An- 
steuerung mit einem Vollbrucken-Wechselrichter im 
gezundeten Zustand wirksam lediglich die induktive 
Komponente Ll sowie die Entladungsiampe GE auf. 
Aufgrund der induktiven Komponente wird es auch 
moglich die jeweiligen Ausgangszweige aus der spiegel- 
symetrischen Reihenschaltung je eines steuerbaren 
(Transistor) und eines passiven (Diode) Leistungs-Halb- 
leiters aufzubauen. 

Fig. 4a zeigt die N-Typ-Schalterelemente, wie z. B. 
einen NPN-Transistor mit seinem BasisanschluB B und 
dem BezugsanschluB "Emitter" zu welchem der Basis- 
strom hin abflieBt Gleichzeitig ist ein N-MOS-FET mit 
seinem Gate-AnschluB G dargestellt, dessen Bezugs- 
punkt fur die Ansteuerspannung sein Source-AnschluB 
ist (gegeniiber welchem die Steuerspannung ust, U2' vor- 
liegen muB). Hierzu gleichwertig konnen in dem Wech- 
selrichter 20 auch die in Fig. 4b dargestelhen P-Typ- 
Transistoren Einsatz finden. Ihre Bezugspunkte fur 
Steuerstrom und Steuerspannung liegen auf der jeweils 
anderen Potentialseite des Schalterelementes. Dies ist 
relevant fur die Auslegung der Stromansteuerung und 
fur die Gewinnung eine zusatzlichen Versorgungsspan- 
nung, da jeweils zu den genannten Bezugspunkten ein 
Steuerstrom oder eine Steuerspannung verfOgbar sein 
muB. Im Sinne der Erfindung ist jede Kombination zwei- 
er Schaitertypen fur einen Wechselrichterzweig einsetz- 
bar. 

Die Fig. 5 und 6 zeigen zwei prinzipielle Ausfiih- 
rungsformen zur Gewinnung einer potentialverschobe- 
nen oder -verschiebbaren zweiten Versorgungsspan- 
nung Uv2 aus einer in ihrem Potentialniveau festliegen- 
den Versorgungsspannung Uvi- Die beiden gezeigten 
Blockschaltbilder basieren auf einem gemeinsamen 
technischen Prinzip. Ein Energiespeicherelement, im 
Ausfuhrungsbeispiel ein oder zwei Kondensatoren 40, 
41, wird Uber eine Einweg-Schaltungsanordnung, im 
Ausfuhrungsbeispiel Qber eine Diode Di, mit einem be- 
stimmten Energiebetrag, im Ausfuhrungsbeispiel mit ei- 
ner vorgegebenen Ladung, versorgt. Die vorgegebene 
Ladung ist in dem oder den Kondensator(en) 40, 41 
gespeichert und erzeugt so die benotigte zweite Versor- 
gungsspannung Uv2, welche gegeniiber einem anderen 
Bezugspunkt zur Verfugung stent, als die sie speisende 
erste Versorgungsspannung Uvi. Hierbei sind zwei 
Zeitintervalle zu unterscheiden, zum einen jenes, in wel- 
chem die Speicherkapazitaten) 40, 41 geladen wird/ 
werden, und zum zweiten das Zeitintervall, in welchem 
die Diode Di sperrt und die geladene Speicherkapazitat 
durch Schalthandlung von Si oder S2 so potentialver- 
schoben wird, daB nach wie vor eine Ansteuerung des 
zweiten Elementes S2 oder Si moglich ist. 

In Fig. 5 (zwei N-Typ- Schalterelemente) ist das zur 
Ladung der Speicherkapazitat fuhrende erste Zeitinter- 



vall wahrend der Einschaltzeit des Schalterelementes Si. 
Die erste Versorgungsspannung Uvt ladt uber die Di- 
ode Di und den geschlossenen Schalter Si die Speicher- 
kapazitat 40, 41 auf die Spannung Uv2 auf. Im stationa- 

5 ren Fall ist die Spannung Uv2 in ihrer Amplitude iden- 
tisch mit der Spannung Uvi. In Reihe zu der Ladediode 
Di kann ferner zur initialen Strombegrenzung ein Wi- 
derstand oder ein anderes strombegrenzendes Element 
geschaltet sein, wie es in Fig. 9 mit der Bezeichnung Ri 

10 angedeutet ist. Die zweite zeitliche Phase beginnt mit 
Abschalten des Schalterelementes Si und Einschalten 
des Schalterelementes S2. Der Mittelabgriff des Wech- 
selrichter-Ausgangszweiges wird hierbei auf das Poten- 
tialniveau der vollen Zwischenkreis-Versorgungsspan- 

15 nung Uo verschoben; damit ist der eine AnschluB der 
Speicherkapazitaten 40, 41 mit dem Mittelabgriff W ge- 
meinsam auf das Potentialniveau der Spannung Uo ver- 
schoben. Im Anwendungsbeispiel liegt diese Spannung 
zwischen 300 und 600 V. FOr den Fall, daB die erste 

20 Vesorgungsspannung Uvi - 15 V betragt, die Speicher- 
kapazitat 40, 41 vollstandig geladen wird, und die Span- 
nung Uo = 600 V betragt, liegt nun der andere AnschluB 
der Speicherkondensatoren 40, 41 auf 615 V gegeniiber 
dem negativen AnschluB A2 der Spannung Uo. Eine An- 

25 steuerung des NPN-Transistors oder des N-K.anal- 
MOS-FET S2 ist und bleibt moglich. Die Diode Di 
sperrt, die erste Versorgungsspannung Uvt, welche mit 
ihrem negativen AnschluB am Bezugspunkt A2 des w un- 
teren* Schalters Si angeschlossen ist, erlaubt gleichzei- 

30 tig Uber eine Ansteuerschaltung 31 die Ansteuerung des 
ebenfalls aus einem N-Typ-Transistor bestehenden 
Schalterelementes Si. 

Auf gleiche Weise, jedoch mit zwei P-Typ-Schalter- 
elementen arbeitet die potentialverschiebende Span- 

35 nungserzeugungsschaltung gem. Fig. 6, hier ist die erste 
Versorgungsspannung Uvi mit ihrem positiven An- 
schluB an dem positiven AnschluB der Zwischenkreis- 
Versorgungsspannung Uo angeschlossen, die Aufladung 
der Speicherkapazitaten 40, 41 erfolgt bei Einschalten 

40 des "oberen" Schalters S2 in der Fig. 5 entsprechenden 
Weise. Nach Abschalten des Schalters S2 und Einschal- 
ten des Schalterelementes Si liegt der Mittelabgriff W 
sowie der positive AnschluB der Speicherkondensato- 
ren 40, 41 auf dem negativen Potential der Zwischen- 

45 kreis- Versorgungsspannung Uo, somit liegt der andere 
AnschluB der ICapazitaten 40, 41 entsprechend dem 
oberen Beispiel auf -15V gegeniiber dem genannten 
negativen AnschluB von Uo. Hierdurch ist und bleibt 
Schaltzustandsunabhangigkeit eine Ansteuerung des 

50 Schalters Si moglich, wenn hierfur ein P-Typ-Transistor 
eingesetzt wird. 

Die Fig. 7 zeigt ein Ausfilhrungsbeispiel der stromge- 
steuerten Pegelverschiebung eines Ansteuersignales 
use, wie es vorteilhaft mit dem Ausfuhrungsbeispiel der 

55 Fig. 5 kombinierbar ist. Ein Steuerverstarker 50, vor- 
zugsweise ein Operationsverstarker, steuert eine 
Stromquelle 51, die aus der Reihenschaltung eines Tran- 
sistors T4 und eines StrommeB-Shunts gebildet ist. Die 
Stromquelle 51 ist als Stromsenke ausgefQhrt, am Drain- 

60 AnschluB bzw. am Kollektor-AnschluB des steuernden 
Transistors T4 (siehe hierzu Fig. 12) wird ein fest vorge- 
gebener Strom i bzw. ist aufgenommen, der abhangig 
von der, vorzugsweise rechteckformigen, Steuerspan- 
nung Usi ist Die Steuerschaltung 50 wird von der ersten 

65 Versorgungsspannung Uvt gespeist Der Steuertransi- 
stor T4 weist die Spannungsfestigkeit von zumindest Uo 
auf. Der von der Stromquelle 51 aufgenommene Strom 
wird uber einen Widerstand R x gefOhrt, welcher hier am 
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positiven AnschluB der Versorgungsspannung Uv2 an- 
geschlossen ist Dieser Widerstand ist gemaB dem Aus- 
fiihrungsbeispiel so dimensioniert, daB der an ihm ent- 
stehende Spannungsfall u x bei eingeschaltetem Strom 
gerade der halben Versorgungsspannung Uv2 des 5 
w oben" liegenden Ansteuerteiles entspricht. Er kann je- 
doch auch ein Teil hiervon sein. Die Summe aus entste- 
hendem Spannungsfall und Restspannung der Strom- 
quelle soil nicht grdBer als die Versorgungsspannung 
Uv2 werden. Hiermit kann ein Signal auch bei einge- 10 
schaltetem "unteren" Schalterelement jederzeit sicher 
ubertragen werden. 

Der genannte Spannungsfall u x stellt so eine potenti- 
al verschobene (verschiebbare) und dem Vorzeichen 
nach gespiegeltes Abbild der steuernden Spannung ust 15 
dar. Er steuert eine Ansteuerschaltung 32, die bereits in 
den Fig. 5 und 6 gezeigt ist. Diese Ansteuerschaltung 32 
wiederum steuert den "oben w liegenden Schalter S2. Die 
Versorgungsspannung Uvi, welche die Steuerung fin- 
die Stromquelle 51 speist, wird gemaB Fig. 7 auch zur 20 
Speisung des unteren Schalterelementes Si herangezo- 
gen. 

Auf dem gleichen Prinzip basiert die Ausfuhrung 
gem. Fig. 8, in welchem die erste Versorgungsspannung 
Uvi mit ihrem positiven AnschluB an dem positiven 25 
AnschluB der Versorgungsspannung Uo angeschlossen 
ist. Hierbei wird von einem gleichen Steuerverstarker 

50 eine Stromquelle 51 angesteuert, welche einen von 
der Steuerspannung ust abhangigen Strom ist an den 
Widerstand R x abgibt Dieser Widerstand ist gemaB 30 
Fig. 8 an dem negativen AnschluB der den unteren 
Schalter Si ansteuernden Spannungsversorgung Uv2 
angeschlossen. Bezuglich diesem Punkt entsteht auch 
die an ihm abfallende potential verschobene und gespie- 
gelte Steuerspannung u x , welche uber einen Ansteuer- 35 
verstarker 31, wie in Fig. 6 gezeigt, das Schalterelement 

51 ansteuert. Hierbei ist der Bezugspunkt far die An- 
steuerung der Mittelabgriff W, eine Steuerspannung 
oder ein Steuerstrom wird bezuglich diesem Punkt ftir 
das P-Typ-Schalterelement Si abgegeben. Das Ausfuh- 40 
rungsbeispiel von Fig. 8 ist vorteilhaft kombinierbar mit 
dem von Fig. 6. Die jeweils dargestellten zwei Versor- 
gungsspannungen Uvi und Uv2 konnen korrespondie- 
ren. Die Ausftihrungsbeispiele von Fig. 7 und Fig. 8 sind 
jedoch nicht alleine auf die Verwendung mit Span- 45 
nungserzeugungsschaltungen gemaB Fig. 5 und Fig. 6 
anwendbar, vielmehr k6nnen diese auch angewendet 
werden, wenn zwei herkommliche, potentialfreie und 
unabhangig voneinander zur Verfugung stehende Span- 
nungsversorgungen Uvi, Uv2 verwendet werden. 50 

Anhand von Fig. 12 soli eine mogliche Realisierung 
einer Stromsenke 51 gezeigt werden, wie sie in dem 
Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 7 anwendbar ist Eine 
Steuerspannung U2 oder ust die die Frequenz f und das 
Tastverhaltnis d der erwOnschten Ausgangs-Wechsel- 55 
spannung uw aufweist, wird Uber einen Spannungsteiler 
einem als nichtinvertierender Verstarker geschalteten 
Operationsverstarker OV zugefQhrt Die diesem vorge- 
schaltete Spannungsteilung ist erforderlich urn den 
Spannungsabfall am StrommeBshunt R4 klein zu halten. 60 
OV 51 dient der Beschleunigung des Schaltvorganges 
bei gleichzeitigem hochohmigen Eingangswiderstand. 
Auf diese Weise kann die Restspannung der Stromquel- 
le klein gehalten werden, der Signalhub der gespiegel- 
ten Spannung u x kann erhoht werden. Dem ROckkopp- 65 
lungsanschluB, d. h. dem invertierenden AnschluB dieses 
Verstarkers wird ein stromproportionales Signal zuge- 
fuhrt. An dem Ausgang des Verstarkers OV ist der Ga- 
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te- AnschluB eines MOS-FET angeschlossen, dessen 
Source-AnschluB einen Widerstand R* speist An die- 
sem Widerstand R4 fallt die zum negativen (invertier- 
tem) Eingang des Verstarkers rUckgekoppelte strom- 
propotionale Spannung ab. Am Drain/Kollektor-An- 
schluB des Transistors T4 wird dabei ein von der Steuer- 
spannung ust abhangiger Steuerstrom "gezogen", die 
Schaltung weist die Funktion einer Stromsenke auf. Auf 
entsprechende Weise kann eine Schaltung als Strom- 
quelle 51 fOr das AusfOhrungsbeispiel von Fig. 8 ge- 
schaltet werden. 

Ftir schnelle Schaltzeiten ist es besonders vorteilhaft, 
bipolare Transistoren anstelle von MOST-FETS einzu- 
setzen. 

In den bislang erlauterten Figuren wird davon ausge- 
gangen, daB die eine zur Verfugung stehende Span- 
nungsversorgung Uvi als Versorgungsspannung fur die 
wesentlichen Steuer- und Oberwachungselemente des 
EVG dient. Dies deshalb, da die wesentlichen Versor- 
gungstrdme fur die Ansteuerung und Oberwachung und 
Steuerung hier anfallen. Durch Wahl des Bezugspunktes 
dieser ersten Versorgungsspannung, d. h. ob ihr negati- 
ver AnschluB mit dem negativen AnschluB A2 der Span- 
nung Uo verbunden ist oder ob ihr positiver AnschluB 
Ai mit dem positiven AnschluB der Spannung Uo ver- 
bunden ist, wird der Bezugspunkt ftir System-MeBgrd- 
Ben festgelegt Werden beispielsweise Lastspannung 
und Laststrom in einem Lastkreis gemaB Fig. 2a und 
Fig- 2b gemessen, so kann dies uber einen separaten 
Shunt bzw. einen Spannungsteiler geschehen. Deren je- 
weiliger Bezugspunkt wird dabei vorteilhaft so gewahlt, 
daB er mit dem Bezugspunkt der ersten Spannungsver- 
sorgung Uvi ubereinstimmt, so daB alle MeBgroBen ge- 
genuber einem Bezugspunkt vorliegen, an welchem 
auch die Steuer- und Oberwachungschaltung des EVG 1 
angeschlossen sind. Potentialverschiebungen und Stor- 
groBen konnen auf diese Weise sicher vermieden wer- 
den. Das eigentliche Schalten der Schaltererlemente Si 
und S2 bleibt fQr die MeBgroBen ohne EinfluB. Diesbe- 
zuglich ist es ebenfalls relevant, ob die Lastschaltung 10 
gemaB Fig. 3a oder gemaB Fig. 3b an den einen Wech- 
selrichterzweig angeschlossen wird oder ob eine Voll- 
brilcken -Schaltung gewahlt wird. Eine Strommessung 
ist so entweder gegentiber dem positiven AnschluB Ai 
der Versorgungsspannung Uo, gegenilber dem negati- 
ven AnschluB A2 der Versorgungsspannung Uo, oder 
sogar direkt gegenuber dem Ausgangs-AnschluB W 
mdglich. 

Die Stdrungsarmut der SignalObertragung mit 
Stromquelle erlaubt im Ergebnis die sicher e Ansteue- 
rung eines zumindest zwei Schalt(er)elemente aufwei- 
senden Wechselrichterzweiges. Die Amplitude der die 
ansteuerinformationtragenden Steuerspannung ust 
wird gemaB den Ausfahrungsbeispielen Ober eine als 
StdrgrdBe wirkende wesentlich hdhere Potentialdiffe- 
renz bzw. uber hohe Potentialsprttnge ubertragen. Bei- 
spielsweise ist die Amplitude der Steuerspannung 
ust - 10 V die als St6rspannung wirkende Potential ver- 
schiebung bei Schalten der Schalterelemente Si und S2 
betragtca.600 V. 

Fig. 9 zeigt als detailiertes Blockschaltbild das Aus- 
fuhrungsbeispiel von Fig. 7 in Kombination mit dem 
von Fig. 5. Es finden N-Typ-Transistoren Anwendung. 
Neben den bereits erlauterten Schaltungsteilen ist hier 
im "oberen" Ansteuerkreis ein hysteresebehafteter 
{Comparator K2 vorgesehen. Dieser kann auch durch 
einen Schmitt-Trigger gebildet sein. Er steuert einen 
Ansteuerverstarker 11, welcher das Schalterelement S2 
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steuert. Dem Komparator IC2 wird das potentialver- 
schobene Steuersignal u x zugefiihrt. Die Schaltungsele- 
mente K2 und V 2 entsprechen dem bisher gezeigten 
Schaltungsblock 3Z Die anhand von Fig. 7 erlauterte 
Stromsenke 51 wird von einem Steuersignal U2 ange- 5 
steuert, welches von einem bidirektional unterschiedlich 
wirkenden Laufzeitglied 14 abgegeben wird. Das Ein- 
gangssignal des Laufzeitgliedes 14 wird von der erlau- 
terten Steuerspannung u$ t (einer pulsbreitengesteuerten 
oder pulsfolgegesteuerten Rechteckwechselspannung) 10 
angesteuert Der von der Stromsenke 51 aufgenomme- 
ne Strom wird wie in Fig. 7 eriautert Qber den an dem 
positiven AnschluB der "oben w liegenden Versorgungs- 
spannung Uv2 angeschlossenen Widerstand R x geleitet 
In Fig. 9 ist ferner ein logischer Inverter 16 vorgesehen, 15 
der die Steuerspannung ust zur Ansteuerung des zwei- 
ten Schalterelementes Si komplementiert bzw. inver- 
tiert. Seinem Ausgang ist ebenfalls ein bidirektional un- 
terschiedlich wirkendes Laufzeitglied nachgeschaltet, 
bevor ein Ansteuerverstarker 12 das Schalterelement Si 20 
ansteuert Der Inverter 16 kann entfallen, wenn bereits 
die Invertierung der stromgesteuerten Spannungsquelle 
51, Rx ein gegenphasiges Schalten der Schalter Si und S 2 
erlaubt Dies ist abhangig von der logischen Funktion 
des Komparators K2 im "oben" liegenden Ansteuerkreis 25 
32. 

Ausgehend von der ersten Versorgungsspannung 
Uvt wird die zweite Versorgungsspannung Uv2 iiber 
den Widerstand Ri (welcher auch entfallen kann) und 
die Diode Di an der Speicherkapazitat Ci (siehe 40, 41) 30 
gewonnen. Die an dem Kondensator Ci gemaB dem 
Prinzipschaltbild von Fig. 5 gewonne zweite Versor- 
gungsspannung steuert den oberen Ansteuerkreis 32. 

Fig. 10 zeigt das gemaB Fig. 9 verwendete bidirektio- 
nal wirkende Laufzeitglied 14, 15. Durch das gezeigte 35 
Widerstands-Diodennetzwerk kann eine unterschiedli- 
che Verschiebung der Einschalt- und Abschaltflanken 
des Steuersignales ust jeweils far die beiden Schalterele- 
mente Si, S2 erreicht werden. Prinzipiell entspricht die 
gezeigte Widerstands-Diodenschaltung mit dem nach- 40 
geschalteten Kondensator 52 einem TiefpaB, der abhan- 
gig davon, ob die Steuerspannung ust positiv oder Null 
ist/wird, eine unterschiedliche Zeitkonstante aufweist 
Diese Zeitkonstanten konnen mit Abgleichwiderstan- 
den 50, 51 den Gegebenheiten im Wechselrichter-Aus- 45 
gangszweig bzw. den Schaltzeiten, Speicherzeiten oder 
unterschiedlichen Laufzeiten angepaBt werden. Damit 
ist eine bidirektional unterschiedlich wirkende Laufzeit- 
verzogerung erreichbar. 

Die Fig. 11a bis 11 d zeigen schematisch die Eigen- 50 
standigkeit der vier Moglichkeiten, Gewinnung einer 
zweiten Versorgungsspannung bei PNP- oder NPN- 
Transistorbestuckten Ausgangszweigen des Wechsel- 
richters 20 und die Potentialverschiebung und Spiege- 
lung des Steuersignales iiber die erfindungsgemaBe 55 
Stromquelle und das Stromwandelelement R x fur die 
vorgenannten beiden Moglichkeiten der Wechselrich- 
ter-Ausgangszweigbestiickung. Besonders vorteilhaft 
ist die Anwendung einer komplementaren Gegentakt- 
Ausgangstufe Si, S2, d h. die gezeigten Schalterelemen- 60 
te Si und S2 werden als unterschiedliche Typen gewahlt, 
bzw. Si als P-Kanal FET und S2 als N-Kanal FET. 

Das logische Schaltverhalten des "oben" liegenden 
Schalterelementes S2 bei ein- oder abgeschaltetem 
Strom der Stromquelle 51 wird abschlieBend kurz eriau- 65 
tert. Die begrenzte Speicherkapazitat der Speicherkon- 
denstoren 40, 41 bzw. Ci wird vorteilhaft dadurch kom- 
pensiert, dafl wahrend eine Nachladung dieses Spei- 
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cherkondensators nicht moglich ist, d. h. wahrend das 
Schalterelement S2 eingeschaltet ist, ein StromfluB in 
dem Widerstand R x beziehungsweise der Stromquelle 
51 nicht auftritt. Dies bedeutet, daB dieser Strom ist 
dann "Null" oder im abgeschalteten Zustand ist, wenn 
Qber die Ansteuerschaltung 32 das obere Schalterele- 
ment S2 eingeschaltet ist Auf diese Weise wird vorteil- 
haft eine zusatzliche Entladung des Speicherkondensa- 
tors 40, 41 vermieden, die Anpassung des logischen 
Schaltverhaltens kann entweder mittels des in Fig. 9 
dargestellten Komparators K2 oder iiber die Ansteuer- 
schaltung 32 direkt erfolgen. 

Patentanspruche 

1. Ansteuerschaltungsanordnung fur einen Wech- 
selrichter (20) in einem elektronischen Vorschaltge- 
rat (1, EVG), welches zwischen eine Netzspan- 
nungsversorgung (220 V, 50 Hz) und eine oder 
mehrere Gasentladungslampen (GE) schaltbar ist, 
mit einer einen positiven und negativen AnschluB 
aufweisenden Zwischenkreis-Versorgungsgleich- 
spannung (U 0 ), 

mit einer an die Zwischenkreis-Versorgungsgleich- 
spannung (U 0 ) anschlieBbaren Serienschaltung aus 
mindestens einem oberen (S2) und einem unteren 
(Si, D|) Leistungs-Halbleiterschalter, welche ab- 
wechselnd ein- und ausschaltbar sind und von wel- 
chen mindestens einer iiber einen Steuereingang 
(B,G) so steuerbar ist, daB jeweils ein Halbleiter- 
schalter (S2; Si, Di) dann ausgeschaltet ist, wenn 
der jeweils andere Halbleiterschalter (Si, Di; S2) 
eingeschaltet ist und 

mit mindestens einer Steuerschaltung (32, 31, Vi, 
V2, K2) fur die/den steuerbaren Leistungs-Halblei- 
terschalter (Si, S2), dadurch gekennzeichnet 
daB eine zwischen (W) den beiden Halbleiterschal- 
tern (Si, Di, S2) an einen die Gasentladungslampe 
(GE) enthaltenden Lastkreis (10) abgegebene Aus- 
gangs-Wechselspannung (uw) abhangig von der/ 
den Steuerschaltung(en) (32, 31, V 1( V 2 ) zugefuhr- 
tem(n) Steuersignal(en) (ut, U2, U2', u$ t ) ist und 
daB der Steuerschaltung (32, V2, K2) mindestens 
eines steuerbaren Leistungshalbleiters (Si, S2) ihr 
Steuersignal (U2) Qber eine galvanisch verbundene 
Strom/Spannungwandlerschaltung (51, 50, R x ) als 
pegelverschobenes Steuersignal (u x , U2') zufuhrbar 
ist. 

2. Ansteuerschaltung gemaB Anspruch 1 dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ausgangsstufe des Wech- 
selrichters (20) gebildet ist/sind: 
aus der Reihenschaltung zweier iiber je eine Steu- 
erschaltung (32,31, Vi, V2, K2) und einen Steuerein- 
gang (B, G) steuerbaren Leistungs-Halbleiterschal- 
ter (Si, S2) oder aus der Reihenschaltung einer be- 
zuglich der Zwischenkreis-Versorgungsspannung 
in Sperrichtung gepolten Leistungs-Diode (Di) und 
eines steuerbaren Leistungs-Halbleiterschalters 
(S2)oder 

aus zwei parallelen Zweigen der genannten Art, 
wobei die Ausgangs-Wechselspannung (uw) zwi- 
schen den Ausgangs-AnschlQssen (W) der beiden 
parallelen Zweige abgegeben wird. 

3. Ansteuerschaltung nach Anspruch 2 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Steuerschaltung (31, Vi) des 
einen steuerbaren Halbleiterschalters (Si) ihr Steu- 
ersignal (ui) direkt und der Steuerschaltung (32, V2) 
des zweiten Halbleiterschalters (S2) ihr Steuersi- 
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gnal (U2) als pegelverschobenes Signal indirekt zu- 
gefuhrtist 

4. Ansteuerschaltung nach einem der vorherstehen- 
den Ansprtiche dadurch gekennzeichnet, daB die 
Steuerschaltung (32, V2, K2) des Leistungs-Halblei- 5 
terschalters (S2), der mit dem pegelverschobenen 
uber die Strom/Spannungswandlerschaltung (51, 
50, R x ) gefuhrten Steuersignal (U2', u x ) angesteuert 
ist einen (Comparator (K2) , insbesondere einen hy- 
steresebehafteten Schmitt-Trigger, aufweist des- 10 
sen Ausgangssignal (U2') direkt oder uber einen 
nachgeschalteten Ansteuerverstarker (V2) dem 
steuerbaren Halbleiterschalter (S2) zufiihrbar ist 
und dessen Eingangssignal von dem pegelverscho- 
benen Steuersignal (u x ) gebildet ist 1 5 

5. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB die Strom/Spannungswandler- 
schaltung (51, 50, R x ) eine Reihenschaltung folgen- 
der Elemente aufweist: 

ein Umsetzelement, insbesondere einen Wider- 20 
stand (R x ), zur Erzeugung des pegelverschobenen 
Steuersignales als Steuerspannung (u x ) fur den ei- 
nen Leistungs-Halbleiterschalter (S2) und 
eine Stromquelle oder -senke (51), insbesondere ei- 
ne von einem Operationsverstarker (50) geregelte 25 
spannungsgesteuerte Stromquelle oder -senke, 
welche das auf dem Potentialniveau des anderen 
Leistungs-Halbleitersschalters (St) liegende Steu- 
ersignal (u2, u s t) in ein proportionales Stromsignal 
(ist) umsetzt, welches mittels der Reihenschaltung 30 
dem Umsetzelement (R x ) zugefuhrt ist 

6. Ansteuerschaltung nach Anspruch 2 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die beiden Steuersignale (ui, U2') 
im wesentlichen komplementare Rechtecksignale 
einer frei vorgebbaren Frequenz (f) fUr einen 35 
fremdgesteuerten Wechselrichter (20), insbesonde- 
re einen Vollbriicken-Gegentakt-Wechselrichter 
oder einen Halbbrucken-Wechselrichter, sind, wo- 
bei die jeweiligen Flanken der Signale (ui, U2O so 
gegeneinander zeitverschoben (14, 15) sind, daB die 40 
jeweils in Serie geschalteten steuerbaren Lei- 
stungs-Halbleiterschalter (Si. S 2 ) nicht gleichzeitig 
eingeschaltet sind, bzw. werden. 

7. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6 dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Rechtecksignale (ist, u x ), we!- 45 
ches von der Strom/Spannungswandlerschaltung 
(50, 51, R x ) Obertragen wird, zwischen den astabilen 
Zustanden "Null" und "vorgegebener Werf oder 
zwischen zwei unterschiedlichen vorgegebenen 
Werten (i s t, ist/2) schaltet 50 

8. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1 bis An- 
spruch 7, dadurch gekennzeichnet daB die beiden 
in Serie geschalteten steuerbaren Leistungs-Halb- 
leiterschalter (Si, S 2 ) des Wechselrichter-Aus- 
gangszweiges komplementare Transistoren, bzw. 55 
MOS-FETs, sind, oder daB eine quasi- komplentare 
Bestuckung mit je zwei P-Kanal MOS FETs, bzw. 
PNP-Transistoren, oder je zwei NPN-Transistoren 
bzw. N-Kanal MOS-FETs vorgesehen ist 

9. Ansteuerschaltung nach einem oder mehreren ©o 
der vorhergehenden Ansprtiche insbesondere in 
Kombination mit Anspruch 1, mit einer ersten Ver- 
sorgungsgleichspannung (Uvi) zur Speisung der ei- 
nen Steuerschaltung (31, V!), dadurch gekennzeich- 
net, 65 
dafl wahrend des Einschaltens des von der einen 
Steuerschaltung (31, V1) angesteuerten ersten Lei- 
stungs-Halbleiterschalters (Si) mindestens eine Ka- 



pazitat (Ci, 40, 41) uber eine Diode (Di), insbeson- 
dere tiber die Reihenschaltung aus der Diode (Di) 
und einem Strombegrenzungselement (Ri), geladen 
wird und 

daB bei Abschaltung des ersten Halbleiterschalters 
(Si) und wahrend des Einschalten des zweiten Lei- 
stungs-Halbleiterschalters (S2) die Diode (Di) 
spent und die in dem mindestens einen Kondensa- 
tor (40, 41, Ci) gespeicherte Ladung eine zweite 
durch die Schalthandlung potentialverschobene 
Versorgungsspannung (Uv2) zur Ansteuerung des 
zweiten Halbleiterschalters (S2) bildet 

10. Ansteuerschaltung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einschalt- und Abschalt- 
flanken der Ansteuersignale (u S u ui, U2) uber ein 
Widerstands-Dioden-Netzwerk (50, 50a, 50b, 51, 
51a, 51b) und eine Kapazitat (52) oder eine entspre- 
chende Schaltungsanordnung so gegeneinander 
verschoben werden, daB die Schaltzeiten der Lei- 
stungs-Halbleiter (Si, S2), insbesondere in der Ei- 
genschaft des eingesetzten Wechselrichters, be- 
rucksichtigbar sind 

1 1. Ansteuerschaltung nach einem der Ansprtiche 1 , 
bis 9 dadurch gekennzeichnet, 

daB das pegelverschobene Steuersignal (u x ) zwi- 
schen Ein- und Abschalten des von diesem ange- 
steuerten Halbleiterschalters (S2) einen Span- 
nungshub aufweist, der im wesentlichen der Halfte 
der Versorgungsspannung (Uvi, Uv2) der ange- 
steuerten Steuerschaltung (32, V2, K2) entspricht, 
wobei die Summe aus Signalspannungshub (u x ) und 
Restspannung an der Stromquelle oder -senke (51) 
die Versorgungsspannung (Uvt, Uv2) nicht uber- 
schreitet und 

daB der Signal-Spannungshub (u x ) gegentiber dem 
Bezugspunkt des angesteuerten Halbleiterschal- 
ters (S2) ein invertiertes (gespiegeltes) Steuersignal 
(U2') bildet, verglichen mit dem die Stromquelle 
bzw. -senke und den anderen Halbleiterschalter 
(Si) steuernden rechteckfdrmigen Steuersignal (u$ t ) 

12. Verfahren zur Ansteuerung mindestens eines 
Leistungs-Schalterelementes (Si, S2), vorzugsweise 
in einem Steller oder Wechselrichter (20), welcher 
Bestandteil eines elektronischen Vorschaltgerates 
(EVG, 1) zur Speisung von Gasentladungslampen 
(GE) ist, dadurch gekennzeichnet, 

daB eine Ausgangs- Wechselspannung (uw) abgege- 
ben wird, deren Frequenz (0 und/oder Tastverhalt- 
nis (d) variiert wird, und daB ein Steuersignal (U2), 
welches zur Abgabe der Ausgangs- Wechselspan- 
nung (u w) und zur Ansteuerung des 
Schalterelementes (S2) vorgesehen ist, dessen An- 
steuer-Bezugspunkt oder Steuerschaltung (32, V2, 
K2, Emitter, Source) mit der Ausgangs- Wechsel- 
spannung (uw) relativ zu dem Bezugspunkt des 
Steuersignales (U2) potentialverschoben wird, uber 
eine Strom/Spannungswandlung (31, 50, R x ) ent- 
sprechend pegelverschoben (u2') wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, 

daB ein erstes und zweites steuerbares Schalterele- 
ment (Si, S2) vorgesehen und in Reihe geschaltet 
werden, wobei am Mittelabgriff (W) zwischen den 
Schalterelementen (Si, S2) die Ausgangs-Wechsel- 
spannung (uw) abgegeben wird, 
daB das erste (Si) und das zweite (S2) Schalterele- 
ment mit im wesentlichen komplementaren Steuer- 
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signalen (ui, U2, 112') ein und abgeschaltet werden 
und/oder, 

daB sich auf dem Potentialniveau der Steuerschal- 
tung (31, V|) des in seinem Ansteuer-Bezugspunkt 
festliegenden Schaltungselementes Si die verblei- 5 
bende Steuerelektronik des elektronischen Vor- 
schaltgerates (1) befindet 

14. Verfahren nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch, die Ansteuerung eines bezQglich einer 
Gleichspannungs-Versorgung (Uo) zwei parallele 10 
Ausgangszweige aufweisenden Wechselrichters 
(20), wobei die Ausgangs-Wechselspannung (uw) 
zwischen den jeweiligen Mittelabgriffen (W) der 
Zweige abgegeben wird und eine Frequenz (0 auf- 
weist, die vorzugsweise oberhalb von 100 kHz liegt. 15 

15. Anwendung einer strom- oder spannungsge- 
steuerten Stromquelle oder -senke (51, 50, T4, R4, 
OV) bei der Potentialverschiebung (u2' f u x ) eines 
Ansteuersignals (U2) fiir mindestens ein uber einen 
Steuereingang (B, G) steuerbares Leistungs-Schal- 20 
terelement (St, S2) in einem Wechselspannungsge- 
nerator, einem Wechselrichter (20) oder einem 
Tief- oder Hochsetzsteller eines elektronischen 
Vorschaltgerates (1). 

16. Anwendung einer Spannungserzeugungsschal- 25 
tung (Ri, Di, Ct, 40, 41) bei der Bereitstellung einer 
potentialverschiebbaren oder zweiten Versor- 
gungsgleichspannung (UV2), deren einer AnschluQ 
an dem AusgangsanschluQ eines Stellers oder dem 
Mittelabgriff (W) zwischen zwei in Serie geschalte- 30 
ten Leistungs-Schalterelementen (Si, S2) des Stel- 
lers oder des Wechselrichters (20) gemaB Anspruch 

10 liegt, aus einer ersten Versorgungsgleichspan- 
nung (Uvi), deren einer AnschluB potentialgebun- 
den oder mit entweder dem positiven oder dem 35 
negativen AnschluB einer den Steller oder den 
Wechselrichter (20) speisenden Zwischenkreis- 
Versorgungsgleichspannung (Uo) verbunden ist, 
unter Ein- bzw. Abschalten eines des zweiten, vor- 
zugsweise aus der ersten Versorgungsgleichspan- 40 
nung (Uvi) angesteuerten, Leistungs-Schalterele- 
mentes(Si). 
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